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(54)【発明の名称】 マトリクス型有機ＥＬディスプレイ

(57)【要約】
【課題】  工程を増やすことなく、短時間に、検査コス
トを増加させずに、デバイス全体の性能を変えずに、ま
た、暗室下でも問題なく特定された異常箇所の位置を確
認する、もしくは、特定の場所まで素早く視野を移動す
ることのできるマトリクス型有機ＥＬディスプレイを提
供する。
【解決手段】  発光表示領域２内の素子の近傍に、発光
表示領域２内の端部あるいは基準位置となる素子から所
定の素子数毎に特定の標識パターン６が形成されている
構成のマトリクス型有機ＥＬディスプレイとした。



(2) 特開２００３－７７６６４

10

20

30

40

50

1
【特許請求の範囲】
【請求項１】  発光表示領域内の素子の近傍に、発光表
示領域内の端部あるいは基準位置となる素子から所定の
素子数毎に特定の標識パターンが形成されているマトリ
クス型有機ＥＬディスプレイ。
【請求項２】  前記標識パターンは、最初のパターニン
グプロセスにて形成される構造物と同時に形成される請
求項１のマトリクス型有機ＥＬディスプレイ。
【請求項３】  前記標識パターンは、最初のパターニン
グプロセスにて形成される構造物と同一材料で形成され
ている請求項１または２のマトリクス型有機ＥＬディス
プレイ。
【請求項４】  前記最初のパターニングプロセスにて形
成される構造物は、配線構造体である請求項２または３
のマトリクス型有機ＥＬディスプレイ。
【請求項５】  前記標識パターンは、発光表示領域内の
素子同様に自発光する請求項１のマトリクス型有機ＥＬ
ディスプレイ。
【請求項６】  前記標識パターンは、表示領域周囲にあ
るダミー画素形成領域に形成されている請求項１～５の
いずれかのマトリクス型有機ＥＬディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機材料によるエ
レクトロルミネッセンスを応用したマトリクス型有機Ｅ
Ｌディスプレイに関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、マトリクス型有機ＥＬディスプレ
イは、各工程内の検査工程で異常箇所（管理すべき箇
所）が確認された時、端部からの位置（画素数等）をカ
ウントするか画素ピッチ以上の精度を有するステージに
て位置管理をしなければならず、作業効率が悪化した
り、検査装置が高コストになるという問題を有してい
た。
【０００３】特に暗室下での点灯検査時に異常箇所が見
つかった揚合、一旦、照明を点灯した上で、異常箇所の
位置を確認する作業が必要となり、非常に作業効率が悪
かった。
【０００４】このような異常箇所を確認するための手段
として、例えば特許２７６２９９５号公報には、特定の
セル内の位置を表わすために、下部電極及び上部電極の
少なくとも一方に目印が形成されている有機ＥＬ素子が
記載されている。
【０００５】また、他のデバイス、例えば液晶表示器に
おいて、マーカーとなる特定のパターンを設ける手法
も、すでに検討されている。例えば、特開２００１－３
３８１０号公報には、画素領域の少なくとも一以上の画
素領域に、情報を有する識別マークを備えた液晶表示パ
ネルが記載されている。
【０００６】しかし、これらの公報に記載された手法で
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は、発光画素内の不良欠陥にしか対応できないものであ
ったり、そのパターン自体が（電極や素子分離層等の）
本来のパターン形成に制約を設けたり、開口率を悪化さ
せたり、複雑な構成の装置を使用するため、装置コスト
が増加したりする原因となっていた。さらに、デバイス
全体の性能に少なからず悪影響（もしくは制限）を及ぼ
す可能性もあった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、工程
を増やすことなく、短時間に、検査コストを増加させず
に、デバイス全体の性能を変えずに、また、暗室下でも
問題なく特定された異常箇所の位置を確認する、もしく
は、特定の場所まで素早く視野を移動することのできる
マトリクス型有機ＥＬディスプレイを提供することであ
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】すなわち上記目的は、以
下の本発明の構成により達成される。
（１）  発光表示領域内の素子の近傍に、発光表示領域
内の端部あるいは基準位置となる素子から所定の素子数
毎に特定の標識パターンが形成されているマトリクス型
有機ＥＬディスプレイ。
（２）  前記標識パターンは、最初のパターニングプロ
セスにて形成される構造物と同時に形成される上記
（１）のマトリクス型有機ＥＬディスプレイ。
（３）  前記標識パターンは、最初のパターニングプロ
セスにて形成される構造物と同一材料で形成されている
上記（１）または（２）のマトリクス型有機ＥＬディス
プレイ。
（４）  前記最初のパターニングプロセスにて形成され
る構造物は、配線構造体である上記（２）または（３）
のマトリクス型有機ＥＬディスプレイ。
（５）  前記標識パターンは、発光表示領域内の素子同
様に自発光する上記（１）のマトリクス型有機ＥＬディ
スプレイ。
（６）  前記標識パターンは、表示領域周囲にあるダミ
ー画素形成領域に形成されている上記（１）～（５）の
いずれかのマトリクス型有機ＥＬディスプレイ。
【０００９】
【発明の実施の形態】本発明のマトリクス型有機ＥＬデ
ィスプレイ発光表示領域内の素子の近傍に、発光表示領
域内の端部あるいは基準位置となる素子から所定の素子
数毎に特定の標識パターンが形成されているものであ
る。
【００１０】このように、発光表示領域内の素子の近傍
に標識パターンを形成することにより、発光表示領域内
の任意の素子の位置確認が容易になり、異常箇所（管理
すべき箇所）を容易に特定することができ、検査工程で
の作業効率が向上する。
【００１１】ここで、標識パターンは、通常発光表示領
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域の端部（つまりディスプレーのいずれかの端であり、
通常上／下より左／右いずれかの端となる。）の画素か
ら特定の数毎に表示されるが、基準となる画素が発光表
示領域の端部に無い場合には、その基準となる画素、特
定位置から数えるような表示としてもよい。
【００１２】また、特に標識パターンを最初のパターニ
ングプロセスで形成される構造物と同時に形成すること
により、その後の工程の全ての検査、修正等に使用する
ことができ、これらの工程での作業効率が格段に向上す
る。
【００１３】具体的には、マトリクス型有機ＥＬディス
プレイの場合、先ず配線電極、補助電極（電極保護層）
等の金属材料による配線構造体を成膜し、パターニング
して形成する。そして、その後ＩＴＯ等の透明電極を成
膜し、パターニングし、さらにエッジカバー、絶縁層、
素子分離構造体、有機層、電子注入電極等を順次形成し
て行く。従って、最初のパターニング工程となる配線電
極、補助電極等の金属材料による配線構造体パターニン
グ時に、同時に標識パターンを形成するとよい。こうし
て、最初のパターニング工程で標識パターンを形成して
おけば、その後の全ての工程で、検査が必要になったと
きに標識パターンを利用することができ、作業効率が格
段に向上する。
【００１４】従って、標識パターンは、最初のパターニ
ングプロセスで、パターニングされ、形成される構造
物、好ましくは配線電極、補助電極（電極保護層）等の
金属材料による配線構造体と同一材料で形成されること
が好ましい。
【００１５】配線電極は、通常、コモン線と、セグメン
ト線と、これらの配線電極間に有機ＥＬ素子が配置さ
れ、格子状の回路を形成している。そして、Ｘ軸、Ｙ軸
の座標で選択される任意の有機ＥＬ素子を発光させる、
単純マトリクスタイプのディスプレイを構成する。
【００１６】配線電極には、ＡｌまたはＡｌを主成分と
する合金を用いることが好ましい。Ａｌ合金としては、
ＡｌとＳｉまたはＳｃ，Ｎｂ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｎｄ，Ｔ
ａ，Ｃｕ，Ｓｉ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｍｎ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐｔ
およびＷ等の中の１種類以上の遷移元素との合金が挙げ
られる。その際、Ａｌは９０at％以上、特に９５at％以
上であることが好ましい。
【００１７】また、配線電極は、シート抵抗が１Ω／□
以下、特に０．５Ω／□以下が好ましい。その下限は特
に規制されるものではないが、通常０．１Ω／□程度で
ある。
【００１８】また、配線電極の膜厚は、特に制限されな
いが、好ましくは１０～２０００nm、特に２０～１００
０nm、さらには１００～５００nm程度が好ましい。
【００１９】また、好ましくは配線電極は電極層と電極
保護層との２層構造とすることが好ましい。電極層は、
金属材料の抵抗率が電極保護層の金属材料の電気抵抗率
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より低い（電気伝導度の高い）ものであることが好まし
い。具体的には、２０℃における電極層の抵抗率が２０
μΩ・cm以下、特に１０μΩ・cm以下である。その下限
値は特に規制されるものではないが、通常、２．５～５
μΩ・cm程度である。なお、電極層の抵抗率が電極保護
層の電気抵抗率を超えたものであってもよい。
【００２０】このような金属材料としては、例えば、電
極層ではＡｌ、Ａｌおよび遷移金属、特にＳｃ，Ｎｂ，
Ｚｒ，Ｈｆ，Ｎｄ，Ｔａ，Ｃｕ，Ｓｉ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｍ
ｎ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｗ等を、好ましくはこれらの総
計が１０at％以下、特に５at％以下、特に２at％以下含
有していてもよいアルミニウム基合金等を好ましく挙げ
ることができる。アルミニウムは低抵抗であり、電極層
として用いた場合良好な効果が得られる。
【００２１】電極保護層としては、ホール注入電極のエ
ッチャントに対して十分に耐エッチング性を備えている
ものが好ましい。具体的には、窒化チタン、窒化モリブ
デン、窒化タンタル、窒化クロム等の窒化物；コバルト
シリサイド、クロムシリサイド、モリブデンシリサイ
ド、タングステンシリサイド、チタンシリサイド等のシ
リサイド化合物；チタンカーバイド、ドープト炭化シリ
コン、クロム等を好ましく挙げることができる。これら
のなかでも窒化物、クロムが好ましく、特に窒化チタ
ン、クロムが好ましい。窒化チタンは耐腐食性が高く、
電極保護層としての効果が大きい。また、上記シリサイ
ド、酸化物等は通常化学量論組成で存在するが、これか
ら多少偏倚していてもよい。
【００２２】配線電極は、蒸着法、スパッタ法等により
形成することができる。スパッタや、蒸着の条件等は、
電子注入電極などと同様である。
【００２３】次に、図を参照しつつ本発明の標識パター
ンについて説明する。図１は、本発明の標識パターンの
一例を示した概略平面図である。図において、マトリク
ス型有機ＥＬディスプレイは、基板１と、この基板１上
に、走査線５ａと、データ線５ｂとで構成されている表
示部２とを有し、この表示部２の近傍には標識パターン
６を有する。この標識パターン６は、発光表示領域２内
の端部あるいは基準位置となる素子から所定の素子数毎
に形成・配置される。すなわち、図示例では、発光表示
領域２内の左側の端部を００とし、そこからＸ方向、つ
まりデータ線で１０画素毎に１０・・・２３０，２４０
と画素数を数字で表示している。
【００２４】このとき、標識パターン６を最初のパター
ニングプロセスで形成される構造物、例えば配線電極で
ある走査線５ａ、データ線５ｂと同時に形成しておく
と、その後の工程において、この標識パターンを利用す
ることができ、作業効率が大幅に向上する。なお、図示
例では、配線電極パターン５ａ、５ｂと標識パターン６
とが重複しているように見えるが、実際にはお互い接触
しないような位置、大きさに形成されている。
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【００２５】また、このとき、標識パターン６を発光表
示領域２の周囲にあるダミー画素形成領域７内に形成配
置するとよい。このダミー画素形成領域７は、発光表示
領域２における画素形成工程に際し、必要な繰り返しパ
ターンを確保するため設けられるもので、発光表示領域
２内の画素と同様に形成されるが、発光表示領域２外に
形成され、実際に駆動されることもない。従って、この
ような余剰領域を活用することで、標識パターン６の為
の余計なスペースを設ける必要もなく、ディスプレイを
徒に大きくすることもない。
【００２６】図２は本発明のディスプレイの他の形態を
示した概略平面図であり、この例では標識パターンを数
字に代えて記号（矢印）で表している。なお、この例で
は記号を矢印としているが、特定の画素の位置を指標す
ることが可能であれば、どのような記号であっても、デ
ザインパターンであってもよい。その他の構成要素は図
１と同様であり、同一構成要素には同一符号を付して説
明を省略する。
【００２７】本発明の標識パターンは、ダミー電極を利
用してもよい。すなわち、電極や配線電極による外光反
射を抑え、コントラストを向上させるため、偏光層およ
び位相差層を積層した円偏光板によりコントラストを確
保する場合がある。しかし、非配線部では、円偏光板が
存在しても、反射層が無い為、円偏光板の透過率の範囲
で基板内部の構造が見えてしまう等、発光部と同等の光
学特性が得られず、外観の均一化への妨げになってい
た。
【００２８】このため、このような非発光部でも外部か
ら視認可能な領域にはダミー電極を形成し、外観の均一
化を図る手法が、本発明者により特願２０００－４０１
４９２号にて検討されている。
【００２９】図３は、このようなダミー電極の構成例を
示した概略平面図である。図示例の自発光ディスプレイ
モジュールは、基板１上に画素となる発光領域が集合し
た表示部２と、この表示部２を除き、表示開口部８ある
いは偏光層および位相差層が配置されている領域３、つ
まり空白領域とを有する。そして、前記表示部２を除
き、表示開口部８あるいは偏光層が配置されている領域
３には表示部２から引き出された配線電極５ａ，５ｂ
と、ダミー金属層４とを有する。
【００３０】このように、外部から認識可能な表示部２
と、表示開口部８あるいは偏光層および位相差層が配置
されている領域３に、隈無く金属薄膜を配置することで
（陰極＋配線電極＋ダミー金属層）、円偏光板（図示せ
ず）による効果が均一に得られ、均一な表示画面が得ら
れる。また、配線間に認識しうる隙間がある場合、配線
電極５ａ，５ｂの間にもダミー金属層４ａ，４ｂを形成
するとさらに効果的である。なお、図において、表示部
２や、表示開口部８あるいは偏光層および位相差層が配
置されている領域３などどダミー金属層４との隙間は、
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見やすくするために誇張しているが、実際には視認困難
なレベルになっている。
【００３１】このようなダミー金属層（電極）４を形成
する場合、例えば、上記同様特定の画素に対応するダミ
ー電極の位置に切り欠き４ｃを設けることにより、上記
標識パターンと同様な効果を得ることができる。また、
通常配線５間のパターンは図４（Ａ）のような形状とな
るが、図４（Ｂ）に示すように、特定の画素に接続され
る配線５を挟むダミー金属層４に、この配線５を挟んで
対向する切り欠き部４１を設け、これを標識パターンと
してもよい。このようなダミー電極を標識パターンとし
て利用すれば、外観の均一化、美観向上効果と併せて、
作業工程における検査効率の向上効果も得られる。しか
も、標識パターンのためのスペースも工程も設ける必要
もなく、低コスト、省スペースに標識パターンを形成で
きる。
【００３２】さらに、ダミー金属層は、好ましくは配線
電極、金属電極（陰極）、特に配線電極と同一材料を用
いられる。同一材料を用いることにより、ダミー金属層
形成工程と、配線電極、金属電極形成工程とを共通にす
ることができる。このため、通常最初のパターニングプ
ロセスで形成されることとなり、上記で説明した製造工
程でのメリットも享受できる。
【００３３】なお、ダミー金属層の詳細に関しては、上
記明細書を参照されたい。
【００３４】本発明では、さらに標識パターンを発光素
子（画素）と同様に形成してもよい。このように、標識
パターンを発光素子と同様に形成することにより、発光
表示領域内の素子同様に自発光することができ、画素の
発行状態を確認する場合等の暗い環境下での検査工程で
もマーカーとして活用することができる。
【００３５】この場合でも、画素と同一工程で標識パタ
ーンを形成することができ、新たな工程を設ける必要も
ない。また、その形状も上記同様数字でも、特定記号で
もよい。
【００３６】標識パターンを発光素子（画素）と同様に
形成する場合、その配線電極も、画素同様に形成すると
よい。そして、通常のディスプレイ同様に基板端部の電
極パッド接続領域までこの標識用配線電極を形成し接続
端子を形成する。形成された標識用接続端子は、検査工
程用治具に配置されている電極パッド（コネクター）と
は接続し、必要に応じて給電されて発光する。しかしな
がら、製品として使用する際には接続パッドの電極とは
接続されず、駆動されることはない。
【００３７】このように、検査工程時には必要に応じて
容易に発光させることができると共に、実際の製品とし
て駆動されるときには、駆動回路とは切り離され、誤っ
て駆動されることも、他の回路に悪影響を与えることも
ない。
【００３８】次に、本発明のディスプレイモジュールに
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7
好ましく用いられる有機ＥＬ素子について説明する。
【００３９】電子注入電極としては、低仕事関数の物質
が好ましく、例えば、Ｋ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｍｇ、Ｌａ、Ｃ
ｅ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ａｌ、Ａｇ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｚ
ｎ、Ｚｒ等の金属元素単体、または安定性を向上させる
ためにそれらを含む２成分、３成分の合金系を用いるこ
とが好ましい。合金系としては、例えばＡｇ・Ｍｇ（Ａ
ｇ：０．１～５０at％）、Ａｌ・Ｌｉ（Ｌｉ：０．０１
～１４at％）、Ｉｎ・Ｍｇ（Ｍｇ：５０～８０at％）、
Ａｌ・Ｃａ（Ｃａ：０．０１～２０at％）等が好まし
い。電子注入電極は、上記配線電極と兼用してもよい
し、別々に形成してもよい。電子注入電極は蒸着法やス
パッタ法で形成することが可能である。
【００４０】電子注入電極薄膜の厚さは、電子注入を十
分行える一定以上の厚さとすれば良く、０．１nm以上、
好ましくは１nm以上とすればよい。また、その上限値に
は特に制限はないが、通常膜厚は１～５００nm程度とす
ればよい。
【００４１】発光効率を高める電子注入層として、好ま
しくは高抵抗の無機電子注入層を設ける。高抵抗無機電
子注入層としては、ＬｉＦやＬｉ

2
Ｏ等の絶縁性アルカ

リ金属化合物や、Ｌｉ
2
ＭｏＯ

4
 、ＲｕＯ

2
 ：Ｌｉ

2
Ｏ等

を用いることができる。このような電子注入層を形成す
る場合には、電子注入電極はＡｌ等、通常の低抵抗金属
でもよい。
【００４２】高抵抗の無機電子注入輸送層は、０．２～
３０nmの膜厚を有していることが好ましく、０．２～２
０nmの膜厚を有していると特に好ましい。高抵抗の無機
電子注入輸送層の膜厚が、０．２nm未満でも、３０nmを
超えていても、電子注入の機能が十分に発揮されなくな
る。
【００４３】ホール注入電極は、通常基板側から発光し
た光を取り出す構成であるため、透明ないし半透明な電
極が好ましい。透明電極としては、ＩＴＯ（錫ドープ酸
化インジウム）、ＩＺＯ（亜鉛ドープ酸化インジウ
ム）、ＺｎＯ、ＳｎＯ

2
、Ｉｎ

2
Ｏ
3
等が挙げられるが、

好ましくはＩＴＯ（錫ドープ酸化インジウム）、ＩＺＯ
（亜鉛ドープ酸化インジウム）が好ましい。ＩＴＯは、
通常Ｉｎ

2
Ｏ
3
とＳｎＯとを化学量論組成で含有するが、

Ｏ量は多少これから偏倚していてもよい。
【００４４】ホール注入電極は、発光波長帯域、通常３
５０～８００nm、特に各発光光に対する光透過率が５０
％以上、特に６０％以上であることが好ましい。通常、
発光光はホール注入電極を通って取り出されるため、そ
の透過率が低くなると、発光層からの発光自体が減衰さ
れ、発光素子として必要な輝度が得られなくなる傾向が
ある。ただし、一方のみから発光光を取り出すときに
は、取り出す側が上記以上であればよい。
【００４５】ホール注入電極の厚さは、ホール注入を十
分行える一定以上の厚さを有すれば良く、好ましくは５
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０～５００nm、さらには５０～３００nmの範囲が好まし
い。また、その上限は特に制限はないが、あまり厚いと
剥離などの心配が生じる。厚さが薄すぎると、製造時の
膜強度やホール輸送能力、抵抗値の点で問題がある。
【００４６】このホール注入電極層は蒸着法等によって
も形成できるが、スパッタ法により形成することが好ま
しい。
【００４７】有機ＥＬ素子の有機層は、次のようなもの
である。
【００４８】発光層には発光機能を有する化合物である
蛍光性物質が用いられる。このような蛍光性物質として
は、例えば、特開昭６３－２６４６９２号公報に開示さ
れているような化合物、例えばキナクリドン、ルブレ
ン、スチリル系色素等の化合物から選択される少なくと
も１種が挙げられる。また、トリス（８－キノリノラ
ト）アルミニウム等の８－キノリノールないしその誘導
体を配位子とする金属錯体色素などのキノリン誘導体、
テトラフェニルブタジエン、アントラセン、ペリレン、
コロネン、１２－フタロペリノン誘導体等が挙げられ
る。さらには、特開平８－１２６００号公報に記載のフ
ェニルアントラセン誘導体、特開平８－１２９６９号公
報に記載のテトラアリールエテン誘導体等を用いること
ができる。
【００４９】このような蛍光物質はそれ自体で発光が可
能なホスト物質と組み合わせ、ドーパントとして使用す
ることができる。その場合、発光層における蛍光性物質
の含有量は０．０１～１０質量% 、さらには０．１～５
質量% であることが好ましい。ホスト物質と組み合わせ
て使用することによって、ホスト物質の発光波長特性を
変化させることができ、長波長に移行した発光が可能に
なるとともに、素子の発光効率や安定性が向上する。
【００５０】ホスト物質としては、キノリノラト錯体が
好ましく、さらには８－キノリノールないしその誘導体
を配位子とするアルミニウム錯体が好ましい。このよう
なアルミニウム錯体としては、特開昭６３－２６４６９
２号、特開平３－２５５１９０号、特開平５－７０７７
３号、特開平５－２５８８５９号、特開平６－２１５８
７４号等に開示されているものを挙げることができる。
【００５１】具体的には、まず、トリス（８－キノリノ
ラト）アルミニウム、ビス（８－キノリノラト）マグネ
シウム、ビス（ベンゾ｛ｆ｝－８－キノリノラト）亜
鉛、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）アルミニウ
ムオキシド、トリス（８－キノリノラト）インジウム、
トリス（５－メチル－８－キノリノラト）アルミニウ
ム、８－キノリノラトリチウム、トリス（５－クロロ－
８－キノリノラト）ガリウム、ビス（５－クロロ－８－
キノリノラト）カルシウム、５，７－ジクロル－８－キ
ノリノラトアルミニウム、トリス（５，７－ジブロモ－
８－ヒドロキシキノリノラト）アルミニウム、ポリ［亜
鉛（II）－ビス（８－ヒドロキシ－５－キノリニル）メ
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タン］、等がある。
【００５２】また、８－キノリノールないしその誘導体
のほかに他の配位子を有するアルミニウム錯体であって
もよく、このようなものとしては、ビス（２－メチル－
８－キノリノラト）（フェノラト）アルミニウム(III)
 、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）（オルト－
クレゾラト）アルミニウム(III) 、ビス（２－メチル－
８－キノリノラト）（メタークレゾラト）アルミニウム
(III) 、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）（パラ
－クレゾラト）アルミニウム(III) 、ビス（２－メチル
－８－キノリノラト）（オルト－フェニルフェノラト）
アルミニウム(III) 、ビス（２－メチル－８－キノリノ
ラト）（メタ－フェニルフェノラト）アルミニウム(II
I) 、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）（パラ－
フェニルフェノラト）アルミニウム(III) 、ビス（２－
メチル－８－キノリノラト）（２，３－ジメチルフェノ
ラト）アルミニウム(III) 、ビス（２－メチル－８－キ
ノリノラト）（２，６－ジメチルフェノラト）アルミニ
ウム(III) 、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）
（３，４－ジメチルフェノラト）アルミニウム(III) 、
ビス（２－メチル－８－キノリノラト）（３，５－ジメ
チルフェノラト）アルミニウム(III) 、ビス（２－メチ
ル－８－キノリノラト）（３，５－ジ－tert－ブチルフ
ェノラト）アルミニウム(III) 、ビス（２－メチル－８
－キノリノラト）（２，６－ジフェニルフェノラト）ア
ルミニウム(III) 、ビス（２－メチル－８－キノリノラ
ト）（２，４，６－トリフェニルフェノラト）アルミニ
ウム(III) 、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）
（２，３，６－トリメチルフェノラト）アルミニウム(I
II) 、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）（２，
３，５，６－テトラメチルフェノラト）アルミニウム(I
II) 、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）（１－ナ
フトラト）アルミニウム(III) 、ビス（２－メチル－８
－キノリノラト）（２－ナフトラト）アルミニウム(II
I) 、ビス（２，４－ジメチル－８－キノリノラト）
（オルト－フェニルフェノラト）アルミニウム(III) 、
ビス（２，４－ジメチル－８－キノリノラト）（パラ－
フェニルフェノラト）アルミニウム(III) 、ビス（２，
４－ジメチル－８－キノリノラト）（メタ－フェニルフ
ェノラト）アルミニウム(III) 、ビス（２，４－ジメチ
ル－８－キノリノラト）（３，５－ジメチルフェノラ
ト）アルミニウム(III) 、ビス（２，４－ジメチル－８
－キノリノラト）（３，５－ジ－tert－ブチルフェノラ
ト）アルミニウム(III) 、ビス（２－メチル－４－エチ
ル－８－キノリノラト）（パラ－クレゾラト）アルミニ
ウム(III) 、ビス（２－メチル－４－メトキシ－８－キ
ノリノラト）（パラ－フェニルフェノラト）アルミニウ
ム(III) 、ビス（２－メチル－５－シアノ－８－キノリ
ノラト）（オルト－クレゾラト）アルミニウム(III) 、
ビス（２－メチル－６－トリフルオロメチル－８－キノ
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リノラト）（２－ナフトラト）アルミニウム(III) 等が
ある。
【００５３】このほか、ビス（２－メチル－８－キノリ
ノラト）アルミニウム(III) －μ－オキソ－ビス（２－
メチル－８－キノリノラト）アルミニウム(III) 、ビス
（２，４－ジメチル－８－キノリノラト）アルミニウム
(III) －μ－オキソ－ビス（２，４－ジメチル－８－キ
ノリノラト）アルミニウム(III) 、ビス（４－エチル－
２－メチル－８－キノリノラト）アルミニウム(III) －
μ－オキソ－ビス（４－エチル－２－メチル－８－キノ
リノラト）アルミニウム(III) 、ビス（２－メチル－４
－メトキシキノリノラト）アルミニウム(III) －μ－オ
キソ－ビス（２－メチル－４－メトキシキノリノラト）
アルミニウム(III) 、ビス（５－シアノ－２－メチル－
８－キノリノラト）アルミニウム(III) －μ－オキソ－
ビス（５－シアノ－２－メチル－８－キノリノラト）ア
ルミニウム(III) 、ビス（２－メチル－５－トリフルオ
ロメチル－８－キノリノラト）アルミニウム(III) －μ
－オキソ－ビス（２－メチル－５－トリフルオロメチル
－８－キノリノラト）アルミニウム(III) 等であっても
よい。
【００５４】このほかのホスト物質としては、特開平８
－１２６００号公報に記載のフェニルアントラセン誘導
体や特開平８－１２９６９号公報に記載のテトラアリー
ルエテン誘導体なども好ましい。
【００５５】発光層は電子注入輸送層を兼ねたものであ
ってもよく、このような場合はトリス（８－キノリノラ
ト）アルミニウム等を使用することが好ましい。
【００５６】電子注入輸送性の化合物としては、キノリ
ン誘導体、さらには８－キノリノールないしその誘導体
を配位子とする金属錯体、特にトリス（８－キノリノラ
ト）アルミニウム（Ａｌｑ3）を用いることが好まし
い。また、上記のフェニルアントラセン誘導体、テトラ
アリールエテン誘導体を用いるのも好ましい。
【００５７】ホール注入輸送層用の化合物としては、強
い蛍光を持ったアミン誘導体、例えばトリフェニルジア
ミン誘導体、スチリルアミン誘導体、芳香族縮合環を持
つアミン誘導体を用いるのが好ましい。
【００５８】なお、発光層とは別に電子注入輸送層、ホ
ール注入輸送層を設けてもよい。この場合、上記電子注
入輸送性の化合物、ホール注入輸送性の化合物を用いれ
ばよい。また、上記電子注入輸送層、ホール注入輸送層
を無機物質（シリコン、ゲルマニウム、ストロンチウ
ム、ルビジウム等の酸化物など）を用いて形成すること
もできる。
【００５９】有機ＥＬ素子各層を成膜した後に、ＳｉＯ

X
 等の無機材料、テフロン（登録商標）、塩素を含むフ
ッ化炭素重合体等の有機材料等を用いた保護膜を形成し
てもよい。保護膜は透明でも不透明であってもよく、保
護膜の厚さは５０～１２００nm程度とする。保護膜は、
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前記の反応性スパッタ法の他に、一般的なスパッタ法、
蒸着法、ＰＥＣＶＤ法等により形成すればよい。
【００６０】有機ＥＬ構造体、標識パターン、配線電
極、ダミー金属層等を形成する基板としては、非晶質基
板たとえばガラス、石英など、結晶基板たとえば、Ｓ
ｉ、ＧａＡｓ、ＺｎＳｅ、ＺｎＳ、ＧａＰ、ＩｎＰなど
があげられ、またこれらの結晶基板に結晶質、非晶質あ
るいは金属のバッファ層を形成した基板も用いることが
できる。また金属基板としては、Ｍｏ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｉ
ｒ、Ａｕ、Ｐｄなどを用いることができる。さらに、プ
ラスチック等の樹脂材料、可撓性を有する材料を用いる
こともできる。基板材料は、好ましくはガラス基板、樹
脂材料である。基板は、光取り出し側となる場合、上記
電極と同様な光透過性を有することが好ましい。
【００６１】ガラス材として、コストの面からアルカリ
ガラスが好ましいが、この他、ソーダ石灰ガラス、鉛ア
ルカリガラス、ホウケイ酸ガラス、アルミノケイ酸ガラ
ス、シリカガラス等のガラス組成のものも好ましい。特
に、ソーダガラスで、表面処理の無いガラス材が安価に
使用できる。
【００６２】基板に色フィルター膜や蛍光性物質を含む
色変換膜、あるいは誘電体反射膜を用いて発光色をコン
トロールしてもよいし、発光層の有機層の組み合わせを
調整する事によって発光色をコントロールしてもよい。
【００６３】さらに、有機層や電極の劣化を防ぐため
に、有機ＥＬ構造体上を封止板等により封止することが
好ましい。封止板は、湿気の浸入を防ぐために、接着性
樹脂層を用いて、封止板を接着し密封する。封止ガス
は、Ａｒ、Ｈｅ、Ｎ
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等の不活性ガス等が好ましい。ま

た、この封止ガスの水分含有量は、１００ppm 以下、よ
り好ましくは１０ppm 以下、特には１ppm 以下であるこ
とが好ましい。この水分含有量に下限値は特にないが、
通常０．１ppm 程度である。
【００６４】封止板の材料としては、好ましくは平板状
であって、ガラス、セラミック、金属、樹脂等の材料が
挙げられるが、特にガラスが好ましい。封止板は、スペ
ーサーを用いて高さを調整し、所望の高さに保持しても
よい。スペーサーの材料としては、樹脂ビーズ、シリカ
ビーズ、ガラスビーズ、ガラスファイバー等が挙げら
れ、特にガラスビーズ等が好ましい。
【００６５】なお、封止板に凹部を形成した場合には、
スペーサーは使用しても、使用しなくてもよい。使用す
る場合の好ましい大きさとしては、特に２～４０μm の
範囲が好ましい。
【００６６】スペーサーは、予め封止用接着剤中に混入
されていても、接着時に混入してもよい。封止用接着剤
中におけるスペーサーの含有量は、好ましくは０．０１
～３０質量％、より好ましくは０．１～５質量％であ
る。
【００６７】接着剤としては、安定した接着強度が保
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て、気密性が良好なものであれば特に限定されるもので
はないが、カチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ
樹脂接着剤を用いることが好ましい。
【００６８】各画素となる有機ＥＬ素子は、直流駆動や
パルス駆動等される。印加電圧は、通常、２～３０V 程
度である。
【００６９】
【実施例】［実施例１］ガラス基板上に、配線電極とし
てアルミニウムをスパッタ法にて３００nmの膜厚に成膜
し、フォトリソグラフィーによりパターニングし、同様
にしてＴｉＮを４０nmの膜厚に成膜、パターニングし
た。その際、同様にパターニングして、図１に示すよう
な数字を形成したサンプル（＃１）、図２に示すような
記号（矢印）を形成したサンプル（＃２）を作製した。
このとき、標識は右端最上部の画素から１０画素毎に付
した。また、比較サンプル（＃０）として標識パターン
を形成しないサンプルを作製した。これが、このディス
プレイの製造工程における最初のパターニングプロセス
である。また、標識パターンはダミー画素形成領域に形
成することができ、新たな占有面積を要求することもな
かった。
【００７０】次いで、ＩＴＯ透明電極（ホール注入電
極）をスパッタ法にて約１００nm成膜した。得られたＩ
ＴＯ薄膜を、フォトリソグラフィーの手法によりパター
ニング、エッチング処理し、６４×２５６ドット（画
素）のパターンを構成するホール注入電極層を形成し
た。
【００７１】さらに、発光部を除き、フォトレジストを
用いてエッジカバーを成膜（パターニング）した。
【００７２】その後、各電子注入電極を分離するために
素子分離構造体を形成した。
【００７３】ＩＴＯ透明電極、ＴｉＮ電極保護層、電極
層等が形成されている基板の表面をＵＶ／Ｏ

3
 洗浄した

後、例えば特願平９－４１６６３号に示されているよう
な、有機層の遮蔽機能のあるひさし構造を有する素子分
離構造体を形成した。
【００７４】次いで、真空蒸着装置の基板ホルダーに固
定して、槽内を１×１０-4Pa以下まで減圧した。４，
４’，４”－トリス（－Ｎ－（３－メチルフェニル）－
Ｎ－フェニルアミノ）トリフェニルアミン（以下、ｍ－
ＭＴＤＡＴＡ）を蒸着速度０.２nm／sec.で４０nmの厚
さに蒸着し、ホール注入層とし、次いで減圧状態を保っ
たまま、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ｍ－トリル
－４，４’－ジアミノ－１，１’－ビフェニル（以下、
ＴＰＤ）を蒸着速度０．２nm／sec.で３５nmの厚さに蒸
着し、ホール輸送層とした。さらに、減圧を保ったま
ま、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム（以下、
Ａｌｑ3 ）を蒸着速度０.２nm／sec.で５０nmの厚さに
蒸着して、電子注入輸送・発光層とした。
【００７５】次いで減圧を保ったまま、このＥＬ素子構
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造体基板を真空蒸着装置からスパッタ装置に移し、スパ
ッタ圧力１．０PaにてＡｌＬｉ電子注入電極（Ｌｉ濃
度：７．２at％）を５０nmの厚さに成膜した。その際ス
パッタガスにはＡｒを用い、投入電力は１００Ｗ、ター
ゲットの大きさは４インチ径、基板とターゲットの距離
は９０mmとした。
【００７６】さらに、減圧を保ったまま、このＥＬ素子
基板を他のスパッタ装置に移し、Ａｌターゲットを用い
たＤＣスパッタ法により、スパッタ圧力０．３PaにてＡ
ｌ保護電極を２００nmの厚さに成膜した。この時スパッ
タガスにはＡｒを用い、投入電力は５００Ｗ、ターゲッ
トの大きさは４インチ径、基板とターゲットの距離は９
０mmとした。前記マスクは、全ての成膜が終了した時点
で取り外した。
【００７７】最後にガラス封止板を貼り合わせ、反対面
に円偏光板を張り付け有機ＥＬディスプレイとした。
【００７８】このようにして形成した有機ＥＬディスプ
レイサンプル１００個について、検査工程での作業効率
（時間）や装置コスト等を比較した。その結果、パター
ンを形成・配置したサンプル（＃１，２）は、いずれも
比較サンプル（＃０）に比べ、いずれも平均作業時間が
異常箇所１ケ所につき５０％程度減少した。また、同様
な作業効率を得るために、従来の素子を高精度の検査ス
テージを有する装置を用いて検査した場合、検査装置の
コストが２倍程度上昇することが分かった。
【００７９】また、全体の工程では、最初のパターニン
グプロセスで標識パターンを形成していることから、各
工程で必要に応じて作業時間の軽減効果が作用し、通算
すると平均作業時間で５０％程度減少した。また、同様
な作業効率を得るために、従来の素子を高精度の検査ス
テージを有する装置を用いて検査した場合、検査装置の
コストが２倍程度上昇することが分かった。
【００８０】［実施例２］ガラス基板上に、配線電極と
してアルミニウムをスパッタ法にて３００nmの膜厚に成
膜し、フォトリソグラフィーによりパターニングし、同
様にしてＴｉＮを４０nmの膜厚に成膜、パターニングし
た。その際、ダミー金属層としてアルミニウムを、同様
にして配線電極形成領域以外の非発光領域に成膜し、パ
ターニングした。また、同時に図４に示すような形状の
標識パターンを形成した。その時の周辺部のパターニン
グ形状は、円偏光板（例えば、住友化学社製の偏光板ス
ミカランと、位相差板スミカライトの貼り合わせ品）の
貼り付け位置と重なるようにパターニングした。また、
他の電極や構造体との間隙は１５～３０μm 程度とし
た。
【００８１】その他は実施例１と同様にしてディスプレ
イを作製し、評価した。その結果、表示面における外観
の均一化効果が得られた以外は実施例１とほぼ同様の結
果が得られた。
【００８２】［実施例３］実施例１において、標識パタ*
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*ーン（＃１，２）を形成する代わりに、発光パターンと
同様にして図１、２に示すような標識パターンを（＃
３，４）を形成した。このとき、配線電極は画素と同様
に接続し、パッド接続端子部まで配線し、端子パターン
を形成した。
【００８３】得られたディスプレイは、画素形成工程と
同様の工程で標識パターンが形成されるため、最初のパ
ターニングプロセスで標識パターンを形成したときと同
様の効果は得られない。
【００８４】しかしながら、ディスプレイを暗室内に配
置し、治具を用いて画素の発光状態を検査する工程で
は、画素同様に発光し、極めて視認性の高い標識として
機能した。このため、この工程での平均作業時間が異常
箇所１ケ所につき５０％程度減少した。また、同様な作
業効率を得るために、従来の素子を高精度の検査ステー
ジを有する装置を用いて検査した場合、検査装置のコス
トが２倍程度上昇することが分かった。
【００８５】検査にあたっては、作製した有機ＥＬディ
スプレイサンプルを、大気中で各画素が１０mA／cm2 の
定電流密度となるようにパルス駆動で連続スキャニング
した。
【００８６】［実施例４］実施例１の標識と、実施例３
の標識とを、それぞれ位置を変えて形成した。このサン
プルを、実施例１および３と同様にして評価したとこ
ろ、実施例１および３それぞれの効果を同時に得られる
ことがわかった。
【００８７】以上のように、特定のパターンを入れるこ
とにより、検査工程での作業効率が向上することがわか
る。特に暗室下での点灯検査時のような状況においても
その特定のパターンを発光させることにより、異常箇所
の特定を円滑に行うことができることがわかる。
【００８８】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、工程を増
やすことなく、短時間に、検査コストを増加させずに、
デバイス全体の性能を変えずに、また、暗室下でも問題
なく特定された異常箇所の位置を確認する、もしくは、
特定の場所まで素早く視野を移動することのできるマト
リクス型有機ＥＬディスプレイを提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のマトリクス型有機ＥＬディスプレイ
の、第１の実施形態を示す概略平面図である。
【図２】本発明のマトリクス型有機ＥＬディスプレイ
の、第２の実施形態を示す概略平面図である。
【図３】本発明のマトリクス型有機ＥＬディスプレイ
の、ダミー電極を形成した状態を示す概略平面図であ
る。
【図４】ダミー電極を標識パターンとして応用した例を
示す一部平面図である。
【符号の説明】
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１    基板
２    発光表示領域
３    偏光層および位相差層が配置されている領域
４    ダミー金属層 *
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*５    配線電極
６    標識パターン
７    ダミー画素形成領域
８    表示開口部

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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